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특허청  

청 항 1 

도체 처리 챔  포함하는 도체  치 내에  사 는 가스 에 어 ,

처리 가스  도체 처리 챔  통과시 는 복수  과,

가스  체 동 수 에 걸쳐  도체  치 내에  사 는 처리 학 에 해 실질  비

  포함하고,

가스  상  ,   가열에 해  실질  비  는 것  특징  하는 가스 

.

청 항 2 

1항에 어 , 

가스  상   도체  치 내에 치  에 상   상   결함  감 시킴

실질  비  는 것  특징  하는 가스 .

청 항 3 

삭

청 항 4 

1항에 어 , 

상   도체 처리 챔  내  역에 는  어도 하   포함하는 것  특징

하는 가스 .

청 항 5 

1항에 어 , 

가스  동 에 항상 가스  체 동 수 에 걸쳐  도체  치 내에  처리 는 웨

에 하여 평  티미 당 0.1보다 낮  결합  생시 는 것  특징  하는 가스 .

청 항 6 

1항에 어 , 

가스  상   상  도체 처리 챔  내에 치  웨  염  어질 수 는 미  결함

실질  갖지 않는 것  특징  하는 가스 .

청 항 7 

6항에 어 , 

가스  상   상  도체 처리 챔  내에 치  웨  염  어질 수 는 약 50 마

미  미  결함  실질  갖지 않는 것  특징  하는 가스 .

청 항 8 

1항에 어 , 

가스  플라 마 처리 챔  내에  사 는 처리 학   생  체  재료

포함하는 것  특징  하는 가스 .

청 항 9 

1항에 어 , 
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가스  라믹 재료  포함하는 것  특징  하는 가스 .

청 항 10 

9항에 어 , 

 Si3N4, Al2O3, AlN  SiC  하  포함하는 것  특징  하는 가스 .

청 항 11 

9항에 어 , 

라믹 재료는 도체 처리 챔  하는 가스   내에 포함 는 것  특징  하는 가스 

.

청 항 12 

플라 마   치에 어 ,

처리 가스  수 하여 그  플라 마  하는 플라 마 챔 ,

처리 가스  상  플라 마 챔  내  공 하는 복수   비하는 가스  포함하고,

상  가스   상  가스  체 동 수 에 걸쳐  상  플라 마 챔  내에  사

는 처리 학  실질  비 , 상  가스  상  가스  체 동 수 에 걸쳐

처리 학  실질  비  도  가열에 하여 비 처리 는 것  특징  하는 플라 마 

 치.

청 항 13 

 12항에 어 , 

상  플라 마   치는 도체 치  하는 것  특징  하는 플라 마   치.

청 항 14 

 12항에 어 , 

상  플라 마   치는 도체 에칭 계  것  특징  하는 플라 마   치.

청 항 15 

삭

청 항 16 

삭

청 항 17 

12항에 어 , 

상  가열  약 1500℃  1600℃ 사  도에  어 는 것  특징  하는 플라 마   치.

청 항 18 

 12항에 어 , 

상  가열  약 5 내지 10 시간동안 어 는 것  특징  하는 플라 마   치.

청 항 19 

플라 마 처리 치 내에  사 는 가스  만드는 에 어 ,

가스  하  하여 재료  가공하는 단계 ,
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그 후에 가스  어도  가열하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 20 

19항에 어 , 

재료는 라믹  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 21 

20항에 어 , 

재료는 Si3N4  SiC  어도 어느 하  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 22 

삭

청 항 23 

21항에 어 , 

상  가열  약 1500℃ 내지 1600℃ 사  도에  어 는 것  특징  하는 .

청 항 24 

21항에 어 , 

상  가열  약 5 내지 10 시간동안 어 는 것  특징  하는 .

청 항 25 

24항에 어 , 

상  가열  약 1500℃  1600℃ 사  도에  어 는 것  특징  하는 .

청 항 26 

19항에 어 , 

상  가공 단계는 재료  연삭하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 27 

 25항에 어 , 

가공 단계는 재료 내에  천공하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 28 

 20항에 어 , 

상   상  가열 단계 후에 치수 공차  맞  해 가스  어도  가공하는 단계  

포함하는 것  특징  하는 .

청 항 29 

플라 마 처리 치 내에  사 는 가스  만드는 에 어 ,

가스  하  하여 재료 거  1 수 에  재료  연삭하는 단계 ,

사  에 가스  하게 하  하여 가스  내에  천공하는 단계 ,

재료 거  2 수 에  가스  하  상   연삭하는 단계 ,

가스  어도  가열하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .
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청 항 30 

29항에 어 , 

재료는 복합  것  특징  하는 .

청 항 31 

29항에 어 , 

가스  가열 후에 하  상  공차  맞 도  가공하는 단계   포함하는 것  특징  하는 .

청 항 32 

29항에 어 , 

가스   도체  치 내에 치  에 상   매 럽게 함  실질  비

 는 것  특징  하는 .

청 항 33 

29항에 어 , 

1 수 에  연삭  거친 연삭 고, 2 수 에  연삭  미 한 연삭  것  특징  하는 .

청 항 34 

29항에 어 , 

1 수 에  연삭 단계는  하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 35 

도체  치 내에  사 는 가스  능  개 하는 에 어 ,

도체  치 내에  가스  사 하  에 가스  어도  비 처리하는 단계

포함하고,

상  비 처리는 가스  도체  치 내에  사 는 처리 학   감 시 , 상

 비 처리는 가스  어도  가열하는 단계  포함하는 것  특징  하는 .

청 항 36 

삭

청 항 37 

35항에 어 , 

비 처리는 도체  치 내에 포함  플라 마 처리 챔 에 는 가스  어도 하  

 매 럽게 하는 역할  하는 것  특징  하는 .

  

 술  야

본  도체  치  에 한 것 다.  특 , 본  도체  치  하는  사<1>

는 가스 에 한 것 다.

 경  술

 들어, 집   또는 평  스플  같  도체  치  하는  어 , 재료층들  <2>
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 상에 택  착 어 그  에칭  수 다.  술 야에   알 진  같 , 착  층

에칭  플라 마 진식 에칭  포함한 다양한 술에 해 수행  수 다.  플라 마 진식 에칭에 , 실

에칭  통상 플라 마 처리 챔  내 에  어 다.    상에 원하는  하  하여, 한

마스 (  들어, 포 지스트)가 통상 공 다.  그 다  플라 마는 한 에칭  공 원 가스 또는 가스

들  합  어 마스 에 하여 보 지 않는 역  에칭하여 원하는  다.

쉽게 하 , 도1  플라 마 처리 치(100)  개략  단 도  도시한다.  플라 마 처리 치(100)는<3>

도체  치  하는  합하다.  플라 마 처리 치(100)는 공  변수들  웨 (104)에 하여

한 에칭 결과  지하도  엄격하게 어 는 플라 마 처리 챔 (102)  포함한다.

플라 마 처리 챔 (102) 내  가스  어하  하여, 가스 (106)  사 다.  가스 <4>

(106)  처리 가스  플라 마 처리 챔 (102) 내  통과시 는 (108)들  포함한다.  진공 (112)  가스

(106)  플라 마 처리 챔 (102) 벽  상  과  식  지한다.  가스 (106)과 진

공 (112) 사 에  채 (114)  다.   채 (114)  처리 가스  (108)  한다.  처리 가스

 체 생  플라 마 처리 챔 (102)  트(111)  통해 하는 프(110)도 포함 다.

가스 (106)  통상 플라 마 처리 치(100)  리 어 다.  새 운 가스 (106)  플라 마<5>

처리 치(100) 내에 치할 , 웨 (104) 내   결함  타 다.   결함  웨 (104)  

도체   질  훼 시 고, 라  플라 마 처리 치(100)에 한 웨  수  감 시 다.

시 , 30 내지 50%  웨  수  새 운 가스 (106)   치 시   결함  결과  플

라 마 처리 치(100)에 하여 다.

통상, 플라 마 처리 치(100)가 동 에 라, 새 운 가스 (106)  결과   결함  감 하고 웨<6>

 수  가한다.  라 , 새 운 가스 (106)  결과  훼  웨  수  극복하  하여,

플라 마 처리 치(100)는  결함  실질  사라질 지 동 다.  러한 ' '  약 10 RF 시간

 하고, 그 후에 가스 (106)  웨  수  훼 시 지 않고  사  수 다.

행하게도, 가스 (106)   다.  특 , 플라 마 처리 챔 (102) 내에  사 는 처리 학<7>

는 가스 (106)  식시 다.  가스 (106)  어느 치에 라도  께에  체 어야

한다.  행하게도, 체  가스  사한 웨  수  결함  도 한다.  결과 , 플라 마 처리

치(100)는  결함  실질  사라질 지 체  가스  시  하여 동 어야 한다.

행하게도, 러한  플라 마 처리 치(100)에 하여 상당한 가동 지 시간과 도체 업 에 

하여 비  래한다.  람직하지 않게, 생산  감 고 체  공  단  수 다.  욱 , 러한

는 도체  치   비  하게 가시 고 플라 마 처리 치 매  지보수에 한 

애  래한다.

상  고 하여, 도체 에 사 는  합한 개  가스  다.<8>

 상 한 

 태양에 , 본  가스 (GDP)  동 수 에 걸쳐  도체  치 능  훼 시 지 않<9>

립 시에 또는 체  도체  치 내에  사 는 GDP에  것 다.  GDP는 도체  치

내에 치  에 비 처리 다.  비 처리는 도체  치 내에  사 는 처리 학  할 수

는 미  결함  하고 재  거하는  한다.  비 처리는 가스  어도 에

다.  람직하게는, 처리 학  하게 는 가스  들  열  에 하여 비 처리

다.

본 에 , GDP  플라 마 처리 챔  내에  사 는 처리 학   생   결함<10>

도체  치에 치  에 실질  거 다.  하게는, 는 새 운 또는 체  가스 

 시 는 필  거하여, 공  사  개 한다.  포  말하 , GDP는 어 한 도체 

치 내에 도 에 합하다.

 실시 에 , 본  도체  치에 한 것 다.  도체  치는 처리 가스  수 하여<11>

그  플라 마  하는 플라 마 처리 챔  포함한다.  도체 처리 치는 또한 처리 가스들  플라

마 처리 챔  내  공 하는 복수   포함하는 가스  포함하고, 가스   가스
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 체 동 수 에 걸쳐  플라 마 처리 챔  내에  사 는 처리 학  실질  비

다.

다  실시 에 ,  본   플라 마 처리  치  내에  사 는 가스   만드는 에  한<12>

것 다.   가스  하  하여 재료  가공하는 단계  포함한다.   또한 가스 

 어도  가열하는 단계  포함한다.  가열  가스  어도  상  미  결함  실질

 거하도  도 다.

또 다  실시 에 , 본  플라 마 처리 치 내에  사 는 가스  만드는 에 한<13>

것 다.   가스  하  하여 재료 거  1 수 에  재료  연삭하는 단계  포함한다.

 또한 가스  내에  천공하는 단계  포함한다.   또한 재료 거  2 수 에  가스

 하  상   연삭하는 단계  포함한다.   가  가스  어도 

가열하는 단계  포함한다.   또한  공차  지하도  가스  가  가공하는 단계

포함할 수 다.

본  동 한 도  가 동 한  지시하는 첨  도 에  시  한 지 않게 도시 어<14>

다.

실 시 

본 에 한 하  상 한 에 , 여러 특  실시 들  본   해하도  다.  그러<18>

, 당업 에게 한  같 , 본  러한 특 한 특징 없  또는 다    공  사 함

실시  수 다.  다  시에   알 진 공 , 과 ,   는 본  태양  필 하게 리

지 않도  지 않았다.

보편 , 가스  플라 마 처리 치에 치  에  하여 가공  수 다.  통상, 가공<19>

 재료 거  여러 수 에  연삭( , 다 아몬드  연삭)  포함한다.  가스  라믹 ,  Si3N4

 포함하는 경우에, 라믹 재료  과도한 경도가 재료 거에 한 애  래한다.  라믹 재료  과도한

경도  극복하  하여, 연삭  고경도 첨가 ,  다 아몬드  포함한다.  고경도 첨가  가스 

 상에  상  다.  미  수 에 ,  상   들어 50 미   내  미  균열과 같

미  결함  타 다.

에  원치 않 라도, 미  결함  도체  치 내에  사 는 처리 학  하는 것<20>

 견 었다.  러한 공격  산  는 웨  상   결함  타 다.  플라 마 처리 치

 가스  사  에, 가스   내  미  결함  플라 마 처리 챔  내에  사 는 처리

가스  플라 마에 하여 학  에칭,  격 또는 리  스 링   수 다.  결과 , 

상  미  결함 층  식 어, 공격   는   결함  갖는  다.  결 , 공  플라

마 처리 챔  내에  시간 동안 진행 , 미  결함   결함  생  웨  수   상 하게

훼 하지 않는 도  감 한다.

도2A  도2B는 본  람직한 실시 에  비 처리  가스 (GDP, 200)  도시한다.  도2A는<21>

GDP(200)  단 도 고, 도2B는 내 에 GDP(200)가 치 어 는 플라 마 처리 치(201)   단 도 다.

GDP(200)는 플라 마 처리 치(201) 내에 치 또는 착  에 처리 다.  비 처리는 GDP(200)  체

동 수 에 걸쳐  플라 마 처리 치(201) 내에  사 는 처리 학  GDP(200)  웨  상 

실질  지하도  한다.  처리 학 는 플라 마 처리 치 내에  사 는 처리 가스  플라 마

 포함한다.   실시 에 , 비 처리는 가공에 하여 야   상(  들어, 미  결함)  실질

 감 시 도  도 다.  하게는, GDP(200)는 플라 마 처리 치(201)에 하여 웨  수  훼 시

지 않   립 시에 또는 체  플라 마 처리 치(201)에 치  수 다.  본   실

시 에 , 비 처리는 GDP(200)  가열하는 것  다.  다  실시 에 , 비 처리는 또한 

상  감 시 도  고  처리 는 어닐링 공  고  수 다.

라 , 처리 학 에 한 GDP(200)  학  리   래  GDP  비 하여 특  동 수  <22>

 시간 에 실질  감 다.  꾸어 말하 , 본  플라 마 처리 챔  처리 가스  신뢰할 수

 비 식  공 하는 것  가능케 하여 GDP  처리 학   생   결함에 한
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훼  없  식 도체  치  할 수 다.

GDP(200)는 플라 마 처리 챔 (204)  처리 가스  어하는  합하다.  GDP(200)는 처리 가스  플<23>

라 마 처리 챔 (204)  통과시  한 복수  (202)  포함한다.  (202)  개수  열  원하는

,  플라 마 처리 챔 (204)  특  태에 하여 변경  수 다.

진공 (206)  O-링(209)  GDP(200)  견 (205)  함께 플라 마 처리 챔 (204)  한다.  또한, 진공<24>

(206)  GDP(200)  후 (207)과  식  지한다.  러한  보 하  하여, GDP(200) 

진공 (206)   공차  다.  진공 (206)   들어  창   포함하는 다  

능  가질 수 다.  진공 (206)  또한  공 도체(코 , 216)에 하여 냉각  수 다.  공 도체

(216)는  창  하는 진공 (206)에 하여 생  열  열역학  균   하여 공 도체

 통해 는 냉각 (218)  포함한다.  진공 (206)  냉각  또한 GDP(200)  냉각시 는 역할  한다.

GDP(200)  진공 (206) 사 에  채 (208)  다.   채 (208)  가스 공 (210)에 해 공 어<25>

주연 매니폴드(212) 내에 수집  처리 가스  (202)  하는  사 다.   실시 에 ,  채

(208)  GDP(200)  후 (207) 내  가공 다.  , (202)들  원   열  수 다.  

실시 에 , GDP(200)는 경 향  열   채 (208)  (202)  비한 원  라믹 다.  특

, 러한 실시  GDP(200)는 14 치  직경  가지  캘리포니아 프 몬트  램 리 치 코포 에  

공하는 Laurier 9100에 사 하는  합하다.

GDP(200)는  동  생  코 (  들어,  코 (216))에  근 한  역  내에  고   격  아<26>

GDP(200)   식  결과  낳  수 다.  에 하여, GDP(200)는 치  치(219)  포함할

수 다.   치  치(219)는  고에 지 격  결과  과도한  식  지하도

GDP(200)  재 치(  들어, 플라 마 처리 챔 (204)에 한 )시켜 , GDP(200)  동 수  가시

다.   들어, 원  GDP(200)에 하여, 치  치(219)는 GDP(200)가 단순 에 하여 재 치 도

원주 향  치  수 다.

GDP(200)는 GDP(200)  동 수 에 걸쳐  플라 마 처리 치(201) 내에  사 는 처리 학 에 한 <27>

 감  지하는  재료  만들어질 수 다.   실시 에 , GDP(200)  한 재료는 처리 학

 학  공격  산  체 고 플라 마 처리 챔 (204)  쉽게 거  수 도  택 다.

람직한 실시 에 , GDP(200)는 라믹 재료  포함한다.  시 , 체 GDP(200)는 Si3N4, Al2O3, AlN 

SiC  같  라믹  포함할 수 다.  러한 경우에, 다  재료들  특  재료 또는 능 특  변 시 도

 라믹 내  합  수 다.  다  실시 에 , GDP(200)는 GDP(200)   라믹  포함하는 복합

 수 다.  특 , 플라 마 처리 챔 (204)  하는 GDP(200)  (222) 또는 플라 마 처리 챔

(204) 내에  사 는 플라 마 또는 처리 가스  하게 는   라믹  포함할 수 다.

GDP(200)    플라 마 처리 치(201)  치에 한    간략하게 한  같 ,<28>

GDP(200)  하  상   비 처리가  것 다.

 실시 에 , GDP(200)는 GDP(200)  어도  열에 시킴  비 처리 다.  러한 <29>

플라 마 처리  챔 (204)  내에  사 는 플라 마에 는 GDP(200)  하  상   수  다.

또는, 체 GDP(200)가 필 한 도  간 동안 열에  수 다.

비 처리 에 주어지는 열  상당하게 변동  수 다.  통상, 주어지는 열  도  간  GDP(200) 재료<30>

(들), GDP(200)   태, 가열 치, 가열 에 사   연삭 공 , 한 에 가열 치 내에  처리

는 GDP  개수, 재료 첨가 , 가열 치 내  도 균 , 필 한 도  도 상승 시간  포함하지만 그에

한 지 않는 여러 에 한다.  시 , MgO (또는 다  결 )  같  첨가  라믹  

에 향  미칠 수 고, 라  가열 공 에 향  미칠 수 다.

가열 비 처리   통  게  수 다.  람직하게는, 열 가  도  간  GDP(200)<31>

심  상에  미  결함  실질  거하는  해야 한다.   실시 에 , 가열  심  또는

들에 한 평 도 공차가 얻어질 지 진행  수 다.  또는, 가열  GDP(200)가 플라 마 처리 챔

(201) 내   치 시에 특  수   결함  생시킬 지 진행  수 다.  시 , 가열

플라 마 처리 챔 (201) 내   치 시에 평  티미 당 0.1  결함보다 낮  결함 도  달 하

도  도  수 다.
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본  특  가열  한 지 않는다.   실시 에 , 가열  심   간 동안 단<32>

도에 시킴  수행  수 다.  또는, 가열 치 내  도는 가열  진행  진  가 거

 또는 다  한 식  변경 어, GDP(200) 또는 그  에 해 필 한 비 처리  달 할

수 다.  또 다  실시 에 , 가열  GDP(200)가 가공 사양,  편평도 사양  지하도   수 다.  람

직하게는, 가열  GDP(200) 변 에 한 가능  하  한 비 처리  달 하는  는 

 도에  수행 다.   실시 에 , GDP(200)는 등  가열 다.  꾸어 말하 , 가열  진행 에

라,  가 지  도 변동  다.  가열  또한 GDP(200)에 해 민감한 냉각  포함한다.

특 , GDP(200)  냉각  냉각  결과  결함  변  도  하는 식  수행  수 다.

 경우에, 가열  GDP(200)  변  어질 수 다.  변  립   공차 에 는 GDP(200)<33>

치수  결과  낳는다 , GDP(200)   또는 들  가열 후에 가공  수 다.   들어, GDP(20

0)  후 (207)  통상 진공 (206)과   지하는 편평도 공차  갖는다.  에 하여, 후

(207)  가열 후에 편평도 공차  지하도  가공,  연삭  수 다.

GDP(200)  심  가열  한 치 내에  수행  수 다.   실시 에 , 가스 가 사 다.  <34>

람직하게는, 가열   ( , 산 ) 내에  수행 다.  시 , 캘리포니아 비스타  콤  

공하는 내  가 하다.  또는, GDP(200)  비 처리는  연마  사 하여 수행  수 다.

특  실시 에 , Si3N4  포함하는 14 치 원  라믹 GDP(200)가 븐 내에  1500 내지 1600℃  도 <35>

에  5 내지 10 시간  간 동안 가열  수 다.  특  실시 에 , 동   그래 트  내에  300

℃  상승 어 1500℃  한 도에  5 내지 10 시간 동안 가열  수 다.  다  특  실시에에 , 동

  그래 트  내에  300℃  상승 어 1600℃  한 도에  5 내지 8시간 동안 가열

수 다.  또 다  특  실시 에 , 동   Si3N4  내에  900℃  상승 어 1500℃  한 

도에  5 내지 8시간  간 동안 가열  수 다.  그 후에, GDP(200)는  들어 캘리포니아 프 몬트  램

리 치 코포  Lam 9100 Dielectric Etcher 내에 포함  플라 마 처리 챔 (201) 내에 치 어, 평

티미 당 0.1  결함보다 낮   결함  생시킬 수 다.

치 시에 웨  내   결함  어질 수 는 미  결함  실질  거하  하여 GDP(200)  <36>

비 처리하는 람직한  한  같 , 비 처리  다   간략하게  것 다.

 실시 에 , GDP(200)   래핑에 하여 비 처리  수 다.  러한 경우에, GDP(200)는 미  결<37>

함  실질  거하  하여 드  슬러리에 해 질러진다.  러한  태가 단순한 GDP(200)

에 하여,  GDP(200)가 견 (205) 또는 래핑 드  해할 수 는 다  코  갖지 않는 경우에 특  매

우 하다.  통상, 래핑  래핑 공 에 하여 야  수 는 상  진  감 시  하여  

아지는 슬러리   사 하여 수행 다.  다  실시 에 , GDP(200) 또는 그    에 지

 가하여 비 처리  수 다.  또는, GDP(200) 또는 그   학  에칭에 하여 비 처리  수 

다.  든 경우에, 비 처리  , 재료, 첨가  등에 하여 GDP(200)에 해 민감할 수 다.

본  특  실시 에  GDP(200)  비 처리가 도3  도(300)  참 하여  것 다.  도<38>

(300)에  비 처리는 가공  GDP(200)에 열  가한다.  에, 비 처리  GDP(200)가 수 다 (단계

302).  GDP(200)가 하  상  재료  포함하는 복합  경우에, 도(300)는 에는 리 었  들

 립체  포함할 수 다.  그 다  GDP(200)  역  1  상  연삭 업(304)에  연삭 다.   들

어, GDP(200)는 견 (205)  포함하도  도  연삭  수 다.  연삭  재료 거  여러 수 에  다

 연삭 업  포함할 수 다.  또는, 연삭  GDP(200)  (222)  후 (207)  개별  연삭  포

함할 수 다.

도(300)는 GDP(200) 내에 (202)  천공하는 단계  진행한다 (306).  또한, 들  리 거  또는<39>

계  공차  립하도  하게 변경  수 다.  그 후에, (222)과 같  하  상  GDP(200) 

 미  결함  하도  다시 연삭  수 다.  다 에 GDP(200)는 , 또는 GDP(200)  가열할 수 는

다  한 가열 치 내에 치 다(310).  GDP(200)는 가열 치 내에 치  GDP(200)  하  상  

  가열함  비 처리 다.  가열 변수는 에  고 당업 가 해할 수 는  같  변

경  수 다.

가열  료 어 GDP(200)가 가열 치  거  후에, 도(300)는 가열 단계  변  /또는 열 창<40>

 결과  실  공차  재 립하  한 GDP(200)  가공 단계(312)  포함할 수 다.  본  또한 플라
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마 처리 치(201) 내  치  하게 하는  사 는 다  단계들  포함한다.  시 , 플라

마 처리 챔 (201)  하는  사 는 견 (205)   (224)  욱 매 러워질 수 다.  비 처

리가 료  후에, GDP(200)는 플라 마 처리 치(201) 내  립  수 다.

하게는, 본 에 , GDP(200) 내  미  결함과 플라 마 처리 챔  내에  사 는 처리 학<41>

 생   결함  GDP  동 수  에 실질  거 다.  GDP(200)는 어 한 도체 

치 내에도 에 합하다.  시 , 본   에칭 에 에 합하다.

본  특  GDP(200)  비 처리하는 것  언 하 지만, 본  또한 처리 학   결과<42>

 웨  수  훼 시킬 수 는 플라 마 처리 치  다   비 처리하는 에  수 다.

특 , 플라 마 처리 챔  내  가스 주  GDP  통하여 다양한 식  도  수 다.  시 , 가

스 주  플라 마 처리 챔  측벽 내  주  포트  통하여 도  수 다.  라 , 본  비 처리

 가스 주  치   결함   지하는  합하고 GDP에 한  필 는 없다.  또, 플라

마 처리 챔  벽  다  들 또한 플라 마에 어  결함  야 할 수 다.  러한 다  들

 시는 플라 마 처리 챔  내측 , 또는 비 처리 지 않았다  수  훼 시킬 수 는 라믹과

같  재료  포함할 수 는 웨  주 에  사 는 벽  포함한다.  에 하여, 본  비 처

리  처리 학   결과  웨  생산  훼 시킬 수 는 플라 마 처리 치   또는

에 합하다.  포  말하 , 본  비 처리  비 처리  결과   얻  수

는 플라 마 처리 치   또는 에 합하다.

본   실시 만  상 하게 었지만, 본  본  사상 또는 주  어 지 않고  많<43>

 다  특  상  실시  수 다는 것  해할 수 다.  특 , 본  견 (205)  갖는 원

GDP(200)  하여 었지만, 본  특  태에 한 지 않는다.  그러므 , 본 실시 들  시

 한 지 않는 것  고 어야 하고, 본  본원에  주어진  한 지 않  첨  청

 내에  변경  수 다.

도  간단한 

도1  플라 마 처리 치  개략  단 도  도시한다.<15>

도2A  도2B는 본   실시 에  가스  도시한다.<16>

도3  본  람직한 실시 에  가스  비 처리  도시하는 도 다.<17>
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    도 2A
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    도 2B

- 13 -

등록특허 10-0806097



    도 3
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